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Hochstrom-Kontaktelement zur Befestigung an einer Leiterplattenanordnung und

Verwendung eines Hochstrom-Kontaktelements

(57)  Ein Hochstrom-Kontaktelement (1) zur Befesti-
gung an einer Leiterplatte (2') weist einen metallischen
Kontaktkorper (4) und einen mit dem Kontaktkorper (4)
verbindbares Schraubelement (5) auf. Der Kontaktkor-
per (4) weist an einer ersten Seitenflache (7) ein Gewin-
de auf zur Befestigung eines Hochstrom-Kabels (17)
mittels des Schraubelements (5) und an einer zweiten

Seitenflache (13) eine leitende Lotzone, die derart di-
mensioniert ist, dass sie auf einem leitenden Pad (3) der
Leiterplatte (2') platzierbar ist. Ein solches Hochstrom-
Kontaktelement (1) ist in vorteilhafter Weise in Oberfla-
chenmontage (SMT) zu einer Leiterplattenanordnung
(2) zusammenbaubar und eignet sich besonders zur
Verwendung in einem Bestlickautomaten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Einlei-
tung oder Ausleitung von hohen Strémen in bzw. aus
einer Leiterplatte.

[0002] Die Erfindung betrifft ein Hochstrom-Kontakt-
element zur Befestigung an einer Leiterplatte, mit einem
metallischen Kontaktkérper und mit einem mit dem Kon-
taktkoérper verbindbaren Schraubelement, wobei der
Kontaktkorper an einer ersten Seitenflache ein Gewinde
aufweist zur Befestigung eines Hochstrom-Kabels mit-
tels des Schraubelements. Die Erfindung betrifft auler-
dem eine Leiterplattenanordnung sowie eine Verwen-
dung des genannten Hochstrom-Kontaktelements.
[0003] DE 198 42 590 A1 offenbart ein Verfahren zur
Herstellung von Schaltungsanordnungen.

[0004] Zum Einleiten niedriger Stréme in eine Leiter-
platte oder zum Ausleiten solcher Stréme von der Lei-
terplatte sind beispielsweise aus DE 196 08 032 A1, US
5,281 166 A und DE 197 43 251 C1 Kontaktelemente
bekannt, die eine Kontaktflache aufweisen, die auf einer
leitenden Oberflache einer gedruckten Leiterplatte be-
festigbar ist. Die Befestigung geschieht durch Léten. An
dem Kontaktelement kénnen Kabel z.B. Uber eine
Steckverbindung angebracht werden. Mehrteilige An-
schlussklemmen mit einer Anschlussschraube zum Be-
festigen des Anschlusskabels sind in EP 0 878 868 A2
und in DE 39 11 108 C2 beschrieben.

[0005] Allgemeiner ausgedriickt werden Kontaktele-
mente fiir niedrige Stréme unter Anwendung der "Sur-
face Mounting Technologie (SMT) bei Bearbeitung nur
von einer Seite aus, ndmlich der Oberflache, auf der Lei-
terplatte befestigt. Die SMT Technik, hat daher den Vor-
teil einer einfachen Montierbarkeit. Weil ein Zugriff auf
die Leiterplatte von nur einer Seite aus nétig ist, kann
die Montage in einfacher Weise mit einem Bestlickau-
tomaten, insbesondere unter Verwendung von Saugpi-
petten, erfolgen.

[0006] Zur Ubertragung von hohen Strémen in eine
oder aus einer Leiterplatte sind spezielle Hochstrom-
Kontaktelemente bekannt, die berucksichtigen, dass
wesentlich gréRere Leistungen Uibertragen werden kén-
nen. UbermaRige Erwdrmungen miissen ebenso ver-
mieden werden wie - aus Sicherheitsgriinden - ein un-
gewolltes Abldsen des Kontaktelements. Im Bereich ho-
her Stréme kommt daher die sogenannte "Through Hole
Technik" (THT) zum Einsatz. Entsprechende Kontakt-
elemente kdnnen in Durchstecktechnik, Einspresstech-
nik oder Verschraubtechnik mit der Leiterplatte verbun-
den werden.

[0007] Eine Hochstrom-Kabelklemme fiir eine Leiter-
plattenanordnung ist beispielsweise aus EP 0 784 354
A2 bekannt. Diese weist Einpressstifte zur Befestigung
an der Leiterplatte und am gegenuberliegenden Ende
eine Klemmschraube zur Befestigung eines Hoch-
stromkabels auf.

[0008] Aus DE 201 04 407 U1 ist ein Leitungsverbin-
der mit einer Klemmschraube fir einen elektrischen Lei-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ter bekannt. Dieser Leitungsverbinder ist ebenfalls in
THT-Technik ausgefihrt.

[0009] Die bekannten Hochstrom-Kontaktelementein
THT-Technik sind schwieriger zu montieren. Eine Mon-
tage mittels Bestlickautomaten ist in der Regel nicht
mdoglich, weil auch Bearbeitungsvorgange von der ge-
genuberliegenden Seite der Leiterplatte, beispielsweise
das Anbringen einer Mutter oder ein Verléten, notwen-
dig sind. AulRerdem kénnen Bestlickautomaten die fiir
die Einpresstechnik notwenigen Kréfte nicht aufbringen.
[0010] Da die integrierte Klemmschraube bei Verkan-
ten des Kabelschuhs wéahrend der Montage leicht ab-
reilen kann, muss in solchen Fallen unter Umstanden
eine gesamte Flachbaugruppe ausgetauscht und ent-
sorgt werden. Bei Flachbaugruppen, die auch zur Ab-
dichtung eines Vakuums oder einer Olkammer dienen,
kanndies sehraufwandigsein. Das THT-Hochstromkon-
taktelement kann namlich nicht ausgewechselt werden,
ohne die Leiterplatte zu delaminieren.

[0011] Ein weiterer Nachteil der THT-Technik besteht
darin, dass die dem Kontaktelement gegeniberliegen-
de Seite auf der Leiterplatte als Montageflache benétigt
wird und daher nicht zum Anbringen anderer Bauteile
auf der Leiterplattenordnung zur Verfligung steht.
[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Hochstrom-Kontaktelement anzugeben, mit dem diese
Nachteile gemindert, abgeschwéacht oder vermieden
sind. Zu diesem Zweck soll auch eine Leiterplattenan-
ordnung angegeben werden sowie eine Betriebsweise
fur eine Leiterplattenanordnung.

[0013] Die auf ein Hochstrom-Kontaktelement bezo-
gene Aufgabe wird fiir das eingangs genannte Hoch-
strom-Kontaktelement gemaR der Erfindung dadurch
geldst, dass der Kontaktkdrper einstiickig oder einteilig
ausgebildet ist und an einer zweiten Seitenflache eine
leitende Lotzone aufweist, umfassend eine ebene Kon-
taktflache oder mehrere in einer Ebene liegende Kon-
taktflachen, wobei die Lotzone derart dimensioniert ist,
dass sie auf einem leitenden Pad oder Feld der Leiter-
platte platzierbar ist.

[0014] Die erste Seitenflache kann der Leiterplatten-
anordnung abgewandt und die zweite Seitenflache ih-
rerseits der ersten Seitenflaiche abgewandt sein. Vor-
zugsweise sind die Seitenflachen einander parallel.
[0015] Der Erfindung liegt u.a. die Erkenntnis zugrun-
de, dass die an sich bekannte SMT-Technik auch im
Hochstrombereich einsetzbar ist, ohne dass nennens-
werte oder gar stdorende Erwdrmungen auftreten wr-
den oder Abstriche bei der Festigkeit der Befestigung
der Kontaktelemente auf der Leiterplatte oder auf der
Leiterplattenanordnung gemacht werden missten.
[0016] Das Hochstrom-Kontaktelement nach der Er-
findung ist beispielsweise als "Power-Element" im Be-
reich von Hochspannungsgeraten einsetzbar. Es eignet
sich insbesondere zur Fertigung elektronischer Kompo-
nenten als Bestandteil von Réntgengeneratoren oder
von Transformatoren oder von Réntgenréhrenanord-
nungen.
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[0017] Bei Anwendungen, beispielsweise bei den
eben genannten, bei welchen die Platte einer Leiterplat-
tenanordnung nicht nur zur Befestigung elektronischer
Komponenten sondern gleichzeitig als Wandelement
zur Erzeugung eines gasdichten oder vakuumdichten
Innenraums verwendet wird, ergibt sich mit dem Hoch-
strom-Kontaktelement in SMT-Technik nach der Erfin-
dung der zusétzliche Vorteil, dass Undichtigkeiten si-
cher vermeidbar sind. Solche Undichtigkeiten entste-
hen beispielsweise bei der Verwendung von Kontaktele-
menten in THT-Technik. Bei der Einpresstechnik ist die
Verbindung ohnehin nicht gasdicht. Bei der Léttechnik
erfolgt durch hohe Wéarme oftmals eine ungewollte Ab-
I6sung einer Kupferhiilse von der Durchkontaktierung
von der Ober- zur Unterseite der Leiterplatte und somit
ebenfalls eine Undichtigkeit. Hier ware bei THT-Technik
ein zusatzliches Abdichten mittels Kleber oder Verguss-
masse notig. Demgegeniber bendtigt das Hochstrom-
Kontaktelement nach der Erfindung nicht zwangsweise
Lécher in der Leiterplatte.

[0018] In besonders vorteilhafter Ausgestaltung ist
der Kontaktkdrper mit seiner ersten Seitenflache zur
Aufnahme eines Kabelschuhs des Hochstrom-Kabels
ausgebildet.

[0019] Vorzugsweise ist der Kontaktkdrper an seiner
ersten Seitenflache plan ausgefiihrt. Mit anderen Wor-
ten: Der Kontaktkdrper kann gewindeseitig vollig eben
und ohne Vorspriinge abschlief3en.

[0020] Das Hochstrom-Kontaktelement nach der Er-
findung ist insbesondere fiir eine Uberleitung eines
Stroms von mehr als 50 A, insbesondere von mehr als
100 A, geeignet. Um einen besonders geringen elektri-
schen Ubergangswiderstand und eine besonders hohe
mechanische Haftung zu erreichen weist die Létzone
vorzugsweise eine Querschnittsflache von mindestens
70 mm?2, insbesondere von mindestens 100 mm2, auf.
[0021] Das Gewinde ist insbesondere als Gewinde-
bohrung (Innengewinde) zur Aufnahme eines als
Schraubelement fungierenden Schraubstiftes ausgebil-
det. Mit dem Schraubstift ist es in einfacher Weise még-
lich, ein Hochstromkabel, welches endseitig mit einem
U-férmigen oder einem ringférmigen Kabelschuh verse-
hen ist, durch eine Schraubverbindung an dem Kontak-
telement stabil zu befestigen. Fur Hochstrom-Anwen-
dungen kommen insbesondere Gewinde M5, M6 oder
gréRer in Betracht.

[0022] Nach einer anderen bevorzugten Ausgestal-
tung ist die erste Seitenflache als ebene Saugflache flr
die Aufnahme des Kontaktkdrpers von einer Saugdiise
ausgebildet. Damit ist das Kontaktelement in einfacher
Weise von einem Bestlickautomaten montierbar, wobei
das Kontaktelement von der Saug- oder Vakuumdise
des Bestlickautomaten aufgenommen werden kann.
[0023] Fireine platzsparende Anordnung auf der Lei-
terplatte ist es zweckmaRig, dass die erste Seitenflache
des Kontaktkérpers in einer Draufsicht in Richtung Lei-
terplatte deckungsgleich mit der zweiten Seitenflache
des Kontaktkorpers ist.
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[0024] Nach einer ganz besonders bevorzugten Aus-
gestaltung ist der Kontaktkdrper ausgehend von einem
einzigen Rohling gefertigt. Dadurch sind sowohl die me-
chanische Stabilitdt in vorteilhafter Weise erhoht als
auch ggf. auftretende unerwiinschte elektrische Uber-
gangswiderstdnde unterbunden.

[0025] Die aufeine Leiterplattenanordnung bezogene
Aufgabe wird gemal der Erfindung gel6st durch eine
Leiterplattenanordnung, an der ein Hochstrom-Kontak-
telement nach der Erfindung angelétet ist.

[0026] Die fir das Hochstrom-Kontaktelement ge-
nannten Vorteile und bevorzugten Ausgestaltungen gel-
ten fiir die Leiterplattenanordnung analog.

[0027] Eine solche Leiterplattenanordnung ist vorteil-
haft derart verwendbar, dass sich auch als Wandele-
ment zur Erzeugung eines gas- oder vakuumdichten In-
nenraums fungiert.

[0028] Nach einer ganz besonders bevorzugten Aus-
gestaltung weist eine Leiterplatte der Leiterplattenan-
ordnung, welche das leitende Pad zur Aufnahme des
Hochstrom-Kontaktelements tragt, im Bereich des Pads
ein Lochraster auf. Die Lécher dieses Lochrasters die-
nen anders als bei der THT-Technik nicht dazu, um Kon-
taktstifte oder Pins des Kontaktelements hindurch zu
stecken, sondern vielmehr dazu, eine Verbesserung
des mechanischen und elektrischen Kontakts des Kon-
taktelements zur Platte der Leiterplattenanordnung zu
erreichen, indem Létzinn in die Locher eindringen kann.
[0029] Nach einer anderen bevorzugten Ausgestal-
tung ist das Lochraster ein Mikro-Lochraster mit einem
Lochdurchmesser von weniger als 0,4 mm oder von we-
niger als 0,3 mm. Damit sind besonders gute Kontakt-
werte erzielt worden.

[0030] Die Erfindung bezieht sich auch auf die Ver-
wendung eines Hochstrom-Kontaktelements nach der
Erfindung zum Einleiten oder Ausleiten eines Stromes
von mehr als 50 A, insbesondere von mehr als 100 A,
in eine bzw. aus einer Leiterplattenanordnung.

[0031] AufRerdem liegt im Rahmen der Erfindung die
Verwendung eines Hochstrom-Kontaktelements nach
der Erfindung zur Oberflachen-Montage auf einer Lei-
terplattenanordnung unter Einsatz einer Saugdiise ei-
nes Bestlickautomaten, insbesondere eines SMT-Be-
stiickautomaten.

[0032] Vier Ausfiihrungsbeispiele eines Hochstrom-
Kontaktelements nach der Erfindung sowie Beispiele fur
Leiterplattenanordnungen nach der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Figuren 1 bis 8 naher erlautert.
Es zeigen:

FIG1 ein erstes Ausflihrungsbeispiel eines Hoch-
strom-Kontaktelements nach der Erfindung in
perspektivischer Ansicht,

FIG2 das Hochstrom-Kontaktelement der FIG 1 in
Seiten-, Querschnitts- und Draufsicht,

FIG3 eine Leiterplatte, die auf ihrer Oberseite zur
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Montage eines Kontaktelements nach der Er-
findung mit Lotpaste vorbereitet ist,
FIG4 die Leiterplatte der FIG 3, von der Riickseite
aus gesehen, noch ohne Blaulack-Abdek-
kung,
FIG5 das Hochstrom-Kontaktelement der FIG 1 in
montiertem Zustand auf der Leiterplatte der
FIG 3 und 4 in einer Querschnittsansicht,
FIG6 ein zweites Ausflihrungsbeispiel eines Hoch-
strom-Kontaktelements nach der Erfindung in
zu FIG 5 analoger Ansicht,
FIG7 ein drittes Ausflihrungsbeispiel eines Hoch-
strom-Kontaktelements nach der Erfindung in
perspektivischer Darstellung und
FIG 8 ein viertes Ausfiihrungsbeispiel eines Hoch-
strom-Kontaktelements nach der Erfindung in
perspektivischer Ansicht.

[0033] FIG 1 zeigt ein Hochstrom-Kontaktelement 1
nach der Erfindung, das Bestandteil einer Leiterplatten-
anordnung 2 nach der Erfindung ist. Die Leiterplatten-
anordnung 2 umfasst eine bedruckte elektrische Platine
oder Leiterplatte 2', auf der ein elektrisch leitfahiges
Feld oder Pad 3 mit Létpaste zur I16tenden Befestigung
eines metallischen Kontaktkérpers 4 des Hochstrom-
Kontaktelements 1 angebracht wurde. Die Befestigung
des Kontaktkdrpers 4 auf dem leitfahigen Pad 3 erfolgte
dann durch Reflow-Léten.

[0034] DerKontaktkorper 4 weist an seiner oberen er-
sten Seitenflache 7 ein M6-Gewinde 9 auf zum Ein-
schrauben eines als Schraubstift ausgebildeten selbst-
sichernden Schraubelements 5 (mit unverlierbarer
Scheibe). Aquivalent zu dem Schraubgewinde kénnen
andere Verbindungstechniken zum Einsatz kommen,
die nur schwer l6sbar sind, z.B. eine einrastende Steck-
verbindung.

[0035] Uber einen Block 11 steht die erste Seitenfla-
che 7 mit einer der Leiterplatte 2' zugewandten unteren
zweiten Seitenflache 13 (L6tflache) in Verbindung, die
auf das Pad 3 aufgelétet ist.

[0036] Parallel zur Leiterplatte 2' verlauft durch den
Block 11 eine Bohrung oder Offnung 15, die einerseits
der Gewichtsersparnis dient um die Aufnahmefahigkeit
des Hochstrom-Kontaktelements 1 durch eine Saugdu-
se eines Bestlckautomaten ("pick-and-place") zu ge-
wahrleisten. Die Masse des Kontaktkdrpers 4 betragt
vorzugsweise weniger als 13 g, z.B. nur 10 g.

[0037] Da die Gewindebohrung 9 bis in die Offnung
15 hinein durchgefiihrt ist, kann die Offnung 15 auch zur
klemmenden Aufnahme des Endes eines Hochstrom-
Kabels verwendet werden. Bevorzugt wird das Hoch-
stromkabel, mit Hilfe dessen Strom in die Leiterplatte 2'
oder aus dieser heraus geleitet werden soll, aber befe-
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stigt, in dem ein Kabelschuh 16 des Hochstrom-Kabels
17 zwischen die Unterseite des Kopfes des Schraubele-
ments 5 mit einer nicht dargestellten unverlierbaren
Scheibe und die erste Seitenflache 7 gepresst wird. Der
ein-/ ausgeleitete Strom flie3t dann in einer nur beispiel-
und schemahaft dargestellten Leitung 3' auf der Leiter-
platte 2' und/oder auf der Riickseite der Leiterplatte 2'
(siehe z.B. Figur 5).

[0038] FIG 2 zeigt den aus verzinntem Buntmetall,
insbesondere aus Bronze oder Messing, beispielsweise
aus CuZn39B63F51, gefertigten Kontaktkérper 4 in ei-
ner Seiten-, Querschnitts- und Draufsicht. Die Breite B
der zweiten Seitenflache 13 betragt ca. 11 mm, ihre Lan-
ge L ca. 15 mm. Die Héhe H des Kontaktkorpers 4 ist
im Beispiel 13 mm und der Durchmesser D der Offnung
15 ca. 8 mm. Der Gewichtsersparnis durch die Offnung
15 sind Grenzen gesetzt insofern, dass der Kontaktkor-
per 4 im Bereich des Blocks 11 noch eine ausreichende
Stromtragféhigkeit aufweisen muss. Die Dimensionie-
rung dieses Bereichs kann der Fachmann aufgrund an
sich bekannter Berechnungen vornehmen. Im Beispiel
einer Ausgestaltung des Hochstrom-Kontaktelements 1
fir Stréme bis zu 200 A betragt die Héhe h 11 mm und
seine Breite b 7 mm.

[0039] Bei Beaufschlagung mit einer elektrischen
Durchgangsleistung von 63 kW wurde an dem Hoch-
strom-Kontaktelement 1 mittels einer Thermokamera
ein maximaler Temperaturanstieg von 2,1° C gemes-
sen. Die gemessenen Torsionsfestigkeiten lagen im Be-
reich von 14 Nm bis 21 Nm, die gemessenen Biegefe-
stigkeiten (Scherung) im Bereich von 1000 Nm bis 1100
Nm. Fur eine hohe Festigkeit des Kontaktelements 1 zur
Leiterplatte 2' sind galvanisierte Buntmetall- oder Mes-
singkontakte mit Zinn forderlich. Ebenso zweckmaRig
hierfir ist eine gute Warmedurchdringung der Kontakte
im Reflow-Ofen wahrend der Reflow-Phase und eine
hohe Haltekraft des Lotpads 3 auf der Leiterplatte 2'.
[0040] In der unteren zweiten Seitenflache 13 ist eine
runde Ausnehmung 20 vorhanden, durch die entstehen-
des Gas aus dem Flussmittel der Létpaste entweichen
kann (Durchmesser d = 1,25 mm).

[0041] FIG 3 zeigt ein elektrisch leitfahiges Pad 3 als
Bereich auf einer Leiterplatte 2' mit einem Létpasten-
druck (in Folienauspragung) vor der Montage des Hoch-
strom-Kontaktelements 1. Der Létpastendruck, der zu-
sammen mit ggf. vorhandenen weiteren Leitungen auf
der Platine in einem Arbeitsschritt hergestellt wird, weist
sich kreuzende Unterbrechungen 21, 23 auf. Diese die-
nen dazu, ein Entweichen von Gasen zu unterstitzen,
die beim Verdampfen von Flussmittel der Lotpaste ent-
stehen.

[0042] FIG 4 zeigt die Leiterplatte 2' im Bereich des
Pads 3 der FIG 3 von der Riickseite aus betrachtet. Es
ist dort ein Mikro-Lochraster mit einem Lochdurchmes-
ser von ca. 0,3 mm vorhanden. Ein solches Mikro-Loch-
raster kénnte auch als Mikro-Via bezeichnet werden.
Das Lochraster weist insgesamt 216 Lécher mit Be-
zugszeichen 25 auf. Damit wird eine besonders hohe
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Stromtragfahigkeit der Verbindung des Kontaktele-
ments 1 zur Leiterplatte 2' gewahrleistet. Als Faustregel
kann gelten: Ein Loch pro 2 A Stromtragféhigkeit. Au-
Rerdem wird durch die Verwendung des Mikro-Lochra-
sters auch die mechanische Stabilitat erhéht. Die L6-
cher 25 der Mikro-Lochrasterung missen nicht notwe-
niger Weise durchgehend sein. Vielmehr geniigt es,
wenn sie von der Oberseite ausgehend als Sacklécher
ausgebildet sind. Eine aufwandigere Variante kdnnte
vorsehen, dass die Sacklécher in einem Innenlayer der
Leiterplatte 2' quer entflochten sind.

[0043] Zur Herstellung einer Leiterplattenanordnung
nach der Erfindung wird auf die gemaf den Figuren 3
und 4 vorbereitete Leiterplatte 2' das Hochstrom-Kon-
taktelement 1 der FIG 1 im Bereich des Pads 3, aufge-
nommen von einer Saugdiise eines Bestlickautomaten,
positioniert. Bei einem anschlieRenden nicht dargestell-
ten Létvorgang in einer Reflow-Létanlage wird eine L6t-
verbindung zwischen der Leiterplatte 2' und dem Hoch-
strom-Kontaktelement 1 hergestellt, wobei die Lotpaste
in die Locher 25 der Rasterung eindringt, wie dies in FIG
5 naher dargestellt ist.

[0044] Damit das Lotzinn im Falle von durchgehen-
den Lochern 25 beim Reflowprozess nicht kapillarartig
durch die Mikro-Via zur gegeniberliegenden Seite der
Leiterplatte 2' flie3t und sich auf dem gegentiberliegen-
den Pad absetzt, wurde dort zuvor eine Blaulack-Loch-
abdeckung 26 angebracht.

[0045] Es ist vorteilhaft, die Geometrie des Pads 3 so
zu dimensionieren, dass das Hochstrom-Kontaktele-
ment 1 wahrend der Reflow-Phase nicht verschwimmt.
Das Pad 3 ragt hierzu nur maximal 0,5 mm Uber die L6t-
flache 13 hinaus.

[0046] Die Loétpaste ist in Figur 5 mit 27 bezeichnet.
Es wurde fiir ein beispielhaftes Verfahren eine Létpaste
vom Typ "Heraeus F360" verwendet. Dabei kam ein Be-
stlickautomat "Siemens Siplace 80F" mit Saugpipette
0335761-01 zum Einsatz.

[0047] Die Leiterplatte 2' war vom Typ "FR 4" (Metric)
mit Kupferdicke 105um und Oberflache HAL. Die L6t-
temperatur betrug im Peak 220°C bei einer Transport-
geschwindigkeit von 88 cm/min und einer Vorwédrme
von 2,5°C/sec. Es wurde eine Edelstahl-Lotpasten-
druckfolie mit einer Dicke von 250 um verwendet.
[0048] InFIG 6istein zweites Ausflihrungsbeispiel ei-
nes Hochstrom-Kontaktelements 1 nach der Erfindung
dargestellt, das im Wesentlichen mit dem in FIG 5 dar-
gestellten Ausflihrungsbeispiel identisch ist, mit dem
Unterschied, dass die untere zweite Seitenflache 13
nicht mit einer durchgehenden ebenen Kontaktflache
ausgestattet ist, sondern mit mehreren in einer Ebene
liegenden Kontaktflachen 31. Anders formuliert ist bei
diesem Ausflihrungsbeispiel die untere Seitenflache 13
mit Rillen, Furchen oder Kanalen durchzogen. Dadurch
wird die mechanische Stabilitdt der Verbindung hin zur
Leiterplatte 2' noch weiter erhéht.

[0049] In FIG 7 ist ein drittes Ausfihrungsbeispiel ei-
nes Hochstrom-Kontaktelements 1 nach der Erfindung
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dargestellt, dass sich im Wesentlichen bezlglich seiner
AuBenkontur von dem Kontaktelement 1 der Figuren 1,
2, 5 und 6 unterscheidet. Wogegen die letztgenannten
Ansichten ein im Wesentlichen doppel-Tférmiges Hoch-
strom-Kontaktelement 1 zeigen, ist das Kontaktelement
1 der FIG 7 bezliglich seiner AuRenkontur quaderfor-
mig.

[0050] FIG 8 zeigt ein weiteres Ausflihrungsbeispiel
eines Hochstrom-Kontaktelements 1 nach der Erfin-
dung, das ebenso wie die bereits dargestellten Ausfih-
rungsbeispiele mit einem einstiickigen Kontaktkdrper 4
ausgestattet ist. Der Kontaktkorper 4 ist durch Absagen
oder Abschneiden von einem U-férmigen Langsprofil
entstanden. Die beiden Schenkel des U dienen als die
beiden Seitenflachen 7, 13. Der somit seitlich offene
Kontaktkdrper 4 kdnnte an seiner offenen Seite mit ei-
nem zweiten vertikalen Steg ausgestattet sein, so dass
sich - wie in FIG 7 - eine quaderférmige AuRenkontur
ergeben wiirde. Bei dem in FIG 8 dargestellten Ausfiih-
rungsbeispiel weist der Kontaktkoérper 4 an seiner unte-
ren Seitenfliche 13 mehrere Bohrungen 35 mit einem
Durchmesser von ca. 1 mm auf, um die Haltekraft und
die Gasableitfahigkeit noch weiter zu vergrofRern. Bei
diesem Beispiel kann durch entsprechende Material-
wahl (Festigkeit) eine Torsionsfestigkeit von mindestens
8 Nm fir Messing-Schraubelemente 5 gewahrleistet
werden.

[0051] Es ist auch mdglich, den Kontaktkérper 4 ein-
stiickig ohne Gewinde auszufiihren und stattdessen ei-
ne Einpressmutter o. dgl. vorzusehen.

[0052] Das Hochstrom-Kontaktelements 1 nach der
Erfindung kann auRRer zum Uberleiten von elektrischen
Strédmen auch als rein mechanische Halterung zur Be-
festigung von Bauteilen auf einer Platine Verwendung
finden.

Patentanspriiche

1. Hochstrom-Kontaktelement (1) zur Befestigung an
einer Leiterplatte (2'), mit einem metallischen Kon-
taktkorper (4) und mit einem mit dem Kontaktkdrper
(4) verbindbaren Schraubelement (5), wobei der
Kontaktkorper (4) an einer ersten Seitenflache (7)
ein Gewinde (9) aufweist zur Befestigung eines
Hochstrom-Kabels mittels des Schraubelements
(5), dadurch gekennzeichnet, dass der Kontakt-
korper (4) einstiickig ausgebildet ist und an einer
zweiten Seitenflache (13) eine leitende Lo&tzone
aufweist, umfassend eine ebene Kontaktflache
oder mehrere in einer Ebene liegende Kontaktfla-
chen (31), wobei die Létzone derart dimensioniert
ist, dass sie auf einem leitenden Pad (3) der Leiter-
platte (2') platzierbar ist.

2. Hochstrom-Kontaktelement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktkor-
per (4) mit seiner ersten Seitenflache (7) zur Auf-
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nahme eines Kabelschuhs (16) des Hochstrom-Ka-
bels ausgebildet ist.

Hochstrom-Kontaktelement (1) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kon-
taktkorper (4) an seiner ersten Seitenflache (7) plan
ausgeflhrt ist.

Hochstrom-Kontaktelement (1) nach einem der An-
spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lotzone eine Querschnittsfliche (B x L) von
mindestens 70 mm2, insbesondere von mindestens
100 mm?, aufweist.

Hochstrom-Kontaktelement (1) nach einem der An-
spriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
das Gewinde (9) als Gewindebohrung zur Aufnah-
me eines als Schraubelement (5) fungierenden
Schraubstiftes ausgebildet ist.

Hochstrom-Kontaktelement (1) nach einem der An-
spriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Seitenflache (7) als ebene Saugflache fiir
die Aufnahme des Kontaktkdrpers (4) von einer
Saugdiise ausgebildet ist.

Hochstrom-Kontaktelement (1) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Seiten-
flache (7) des Kontaktkorpers (4) in einer Draufsicht
in Richtung Leiterplatte (2') deckungsgleich mit der
zweiten Seitenflache (13) des Kontaktkdrpers (4)
ist.

Hochstrom-Kontaktelement (1) nach einem der An-
spriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kontaktkdrper (4) ausgehend von einem einzi-
gen Rohling gefertigt ist.

Leiterplattenanordnung (2) mit einem daran ange-
I6teten Hochstrom-Kontaktelement (1) nach einem
der Anspriiche 1 bis 8.

Leiterplattenanordnung (2) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass eine das leitende
Pad (3) tragende Leiterplatte (2') im Bereich des lei-
tenden Pads (3) ein Lochraster, insbesondere ein
Mikro-Lochraster mit einem Lochdurchmesser von
weniger als 0,4 mm oder von weniger als 0,3 mm,
aufweist.

Verwendung einer Leiterplattenanordnung (2) ge-
mafR Anspruch 9 oder 10 als Wandelement zur Er-
zeugung eines gasdichten oder vakuumdichten In-
nenraums.

Verwendung eines Hochstrom-Kontaktelements (1)
nach einem der Anspriiche 1 bis 8 zum Einleiten
oder Ausleiten eines Stromes von mehr als 50 A,
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insbesondere von mehr als 100 A, in eine bzw. aus
einer Leiterplattenanordnung (2).

13. Verwendung eines Hochstrom-Kontaktelements (1)

nach einem der Anspriiche 1 bis 8 zur Oberflachen-
Montage auf einer Leiterplattenanordnung (2) unter
Einsatz einer Saugdise eines Bestlickautomaten.
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